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FIG. 1

(57) Abstract: The invention relates to a method (30) for electrically contacting components (11) in a semiconductor wafer (12)
comprising the following steps: providing a flexible plate (14), having a first main surface (15) on which a plurality of conductor strips
(20) are arranged, the plate (14) being arranged with respect to a semiconductor wafer (12) in such a manner that the first main surface
(15) of the plate (14) faces the semiconductor wafer (12), the plate (14) being bent and pressed onto the semiconductor wafer (12) in
such a manner that contacts of a plurality of components (11) arranged in a row in the semiconductor wafer (12) come into contact with
the conductor strips (20) and electrical signals are supplied to the components (11) through the conductor strips (20).

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren (30) zum elektrischen Kontaktieren von Bauelementen (11) in einem Halbleiterwafer (12)
umfasst, dass eine biegsame Platte (14) bereitgestellt wird, die eine erste Hauptoberfliche (15) aufweist, auf der eine Mehrzahl von Lei-
terbahnen (20) angeordnet ist, die Platte (14) in Bezug auf einen Halbleiterwafer (12) derart angeordnet wird, dass die erste Hauptober-

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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flache (15) der Platte (14) zu dem Halbleiterwafer (12) weist, die Platte (14) derart gebogen und auf den Halbleiterwafer (12) gedriickt
wird, dass Kontaktelemente mehrerer in einer Reihe in dem Halbleiterwafer (12) angeordneter Bauelemente (11) mit den Leiterbahnen
(20) in Kontakt treten, und die Bauelemente (11) durch die Leiterbahnen (20) mit elektrischen Signalen beaufschlagt werden.
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VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ELEKTRISCHEN KONTAKTIEREN VON
BAUELEMENTEN IN EINEM HAL.BLEITERWAFER

Die vorliegende Anmeldung nimmt die Prioritdt der deutschen
Patentanmeldung Nr. 10 2019 107 138.0 in Anspruch, die am 20.
Marz 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht
wurde. Der Offenbarungsgehalt der deutschen Patentanmeldung
Nr. 10 2019 107 138.0 wird hiermit in den Offenbarungsgehalt

der vorliegenden Anmeldung aufgenommen.

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vor-
richtung zum elektrischen Kontaktieren von Bauelementen, die in

einen Halbleiterwafer integriert sind.

Mit herkdémmlichen Verfahren kénnen Halbleiterwafer, die insbe-
sondere optoelektronische Bauelemente enthalten, nur mit ver-

gleichsweise hohem Zeitaufwand vermessen werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt unter anderem die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren anzugeben, mit welchem sich in einen Halb-
leiterwafer integrierte Bauelemente 1in kostenginstiger Weise
und mit verringertem Zeitaufwand elektrisch kontaktieren las-
sen, um die Funktion der einzelnen Bauelemente testen zu kdnnen.
Ferner soll eine entsprechende Vorrichtung zum elektrischen
Kontaktieren von Bauelementen in einem Halbleiterwafer geschaf-

fen werden.

Eine Aufgabe der Erfindung wird geldst durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1. Eine Rufgabe der Erfindung wird
ferner geldst durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des un-
abhdngigen Anspruchs 12. Bevorzugte Ausfihrungsformen und Wei-
terbildungen der Erfindung sind in den abhangigen Anspriichen

angegeben.
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Ein Verfahren gemdh einer Ausgestaltung dient zum elektrischen
Kontaktieren von Bauelementen, die in einen Halbleiterwafer in-
tegriert sind. Die Bauelemente sind wdhrend des elektrischen
Kontaktierens nicht wvereinzelt, sondern befinden sich noch im
Waferverbund. Der Halbleiterwafer ist derjenige Wafer, auf dem
die Bauelemente ausgebildet sind. Die Bauelemente sind in dem
Halbleiterwafer beispielsweise in einer Matrix aus Zeilen und
Spalten angeordnet. Der Halbleiterwafer enthd&lt Halbleiterma-
terial, muss aber nicht ausschlieBlich aus Halbleitermaterial
bestehen, sondern kann zum Beispiel auch Metalle und/oder Iso-
latoren aufweisen. Nach der Durchfthrung des in der vorliegenden
Anmeldung beschriebenen Verfahrens koénnen die Bauelemente zu
Halbleiterchips, beispielsweise mittels S&gen, vereinzelt wer-

den.

Das Verfahren sieht vor, dass eine biegsame Platte bereitge-
stellt wird, die eine erste Hauptoberfldche aufweist, auf der

eine Mehrzahl von Leiterbahnen angeordnet ist.

Die Platte wird in Bezug auf den Halbleiterwafer derart ange-
ordnet, dass die erste Hauptoberflache der Platte, auf der sich
die Leiterbahnen befinden, zu dem Halbleiterwafer weist. Bei-
spielsweise ist die Platte oberhalb des Halbleiterwafers ange-

ordnet.

Ferner wird die Platte derart gebogen und auf den Halbleiter-
wafer gedrickt, dass Kontaktelemente mehrerer in einer Reihe in
dem Halbleiterwafer angeordneter Bauelemente mit den Leiterbah-
nen in Kontakt treten. Die Kontaktelemente k&nnen durch die
Leiterbahnen elektrisch kontaktiert werden, was es ermdglicht,

die Bauelemente mit elektrischen Signalen zu beaufschlagen.

Durch das Biegen der Platte berthrt die Platte den Halbleiter-
wafer entlang einer Linie, so dass nur die Kontaktelemente wvon

denjenigen Bauelementen mit den Leiterbahnen gleichzeitig in
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Kontakt kommen, die in derselben Zeile bzw. Reihe des Halb-

leiterwafers angeordnet sind.

Ferner koénnen Uber die Leiterbahnen elektrische Signale gemes-
sen werden, insbesondere als Antwort auf die elektrischen Sig-
nale, mit denen die Bauelemente beaufschlagt werden. Dadurch
lésst sich die Funktion der Bauelemente Uberpriifen. Beispiels-
weise kann eine Strom-Spannungs-Kennlinie der Jjeweiligen Bau-
elemente aufgenommen werden. Alternativ kénnen auch nur ein oder
mehrere Punkt(e) auf der Strom-Spannungs-Kennlinie aufgenommen
werden. Da die in einer Zeile des Halbleiterwafers angeordneten
Bauelemente gleichzeitig kontaktiert und getestet werden, kann
die Uberpriufung der Bauelemente relativ schnell und mit nur
geringem Aufwand erfolgen. Jede der Leiterbahnen ist an eine

entsprechende Testeinheit angeschlossen.

Im Vergleich zu anderen Messverfahren verkiirzt sich die Messzeit
auf wenige Sekunden pro Halbleiterwafer. Ferner verursacht das
hier beschriebene Verfahren keine Nadelabdricke auf den Bauele-
menten, welche oft als Problem bei der Weiterverarbeitung an-

gesehen werden.

Die biegsame Platte kann beispielsweise eine Leiterplatte, auch
PCB (englisch: printed circuit board), Leiterkarte, Platine o-
der gedruckte Schaltung genannt, sein, die eine geeignete Bieg-
samkeit aufweist. Eine ILeiterplatte weist einen Kdrper aus
elektrisch isolierendem Material mit daran haftenden Leiterbah-
nen auf. Als elektrisch isoclierendes Material kann faserver-
stérkter Kunststoff verwendet werden. Beispielsweise kdnnen
Glasfasern in ein Polyimid oder ein Epoxid- oder Silikonharz
eingebettet werden. Die gewlnschte Biegsamkeit der Leiterplatte
kann insbesondere durch eine entsprechend geringe Dicke der
Leiterplatte bewirkt werden. Die Leiterbahnen kdnnen aus einer

dinnen Schicht Kupfer geatzt werden.
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Die Leiterbahnen kénnen sich im Wesentlichen geradlinig bzw.
linienférmig erstrecken und parallel zueinander ausgerichtet
sein. Die jeweilige Breite der Leiterbahnen kann im Bereich von
30 bis 200 pm liegen. Eine derartige Breite erlaubt es, Kontak-
telemente bzw. Bondpads der Bauelemente zu kontaktieren, welche

typischerweise Breiten im Bereich von 60 bis 140 pm haben.

Die Platte kann mit Hilfe eines Werkzeugs gebogen werden. Das
Werkzeug, beispielsweise ein Rakel, das insbesondere eine Klin-
gengeometrie aufweist, kann auf eine der ersten Hauptoberflache
gegenliberliegende zweite Hauptoberfliche der Platte derart ge-
drickt werden, dass die Platte in der gewlinschten Weise gebogen
wird. Die Platte kann an zwei gegenliberliegenden Enden an einer
geeigneten Halterung befestigt sein. Das Werkzeug ermdglicht es
in einfacher Weise, die Platte derart zu krimmen, dass die an
der ersten Hauptoberfliche der Platte angeordneten Leiterbahnen
die Kontaktelemente genau einer Zeile des Halbleiterwafers be-

rthren.

Um sukzessive alle oder einen bestimmten Teil der Bauelemente
des Halbleiterwafers zu kontaktieren, kann das Werkzeug entlang
der Platte bewegt werden. Dadurch treten nacheinander Kontak-
telemente verschiedener 1in den Halbleiterwafer integrierter
Bauelemente mit den Leiterbahnen in Kontakt. Die Bauelemente
verschiedener Zeilen des Halbleiterwafers k&nnen nacheinander
getestet werden. Das Werkzeug bewegt sich insbesondere in einer
Richtung parallel zu den Leiterbahnen bzw. senkrecht zu den

Bauelementzeilen des Halbleiterwafers.

Alternativ ware es auch denkbar, die gebogene Platte feststehend
auszugestalten und den Halbleiterwafer bezliglich der Platte zu

bewegen, um die Bauelemente zeilenweise testen zu kénnen.
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GemdB einer Ausgestaltung weisen die Bauelemente jeweils min-
destens ein erstes Kontaktelement auf einer ersten Hauptober-
flache des Halbleiterwafers und mindestens ein zweites Kontak-
telement auf einer der ersten Hauptoberfldche gegeniberliegen-
den zweiten Hauptoberfldche des Halbleiterwafers auf. Die ers-
ten und zweiten Kontaktelemente kénnen beispielsweise Anoden-
und Kathodenanschlisse sein. Pro Bauelement ist eine Leiterbahn
auf der Platte vorgesehen, die mit dem ersten Kontaktelement
des jeweiligen Bauelements in Kontakt tritt. Die zweiten Kon-
taktelemente der Bauelemente kénnen mit einem oder mehreren
geeigneten stationdren Kontaktflichen wverbunden sein, so dass

geschlossene Stromkreise gebildet werden kdnnen.

GemdB einer alternativen RAusgestaltung besitzen die optoelekt-
ronischen Bauelemente eine sogenannte Flip-Chip-Konfiguration,
d. h., sé&mtliche elektrischen Kontaktelemente sind auf der zur
Platte weisenden ersten Hauptoberfldche des Halbleiterwafers
angeordnet. FiUr den Fall, dass ein erstes und ein zweites Kon-
taktelement jedes Bauelements kontaktiert werden sollen, kénnen
pro Bauelement zwei benachbarte Leiterbahnen auf der Platte
vorgesehen sein, die mit dem ersten bzw. dem zweiten Kontakte-

lement des jeweiligen Bauelements in Kontakt treten.

Die Bauelemente kénnen optoelektronische Bauelemente sein, die

dazu ausgelegt sind, Licht zu emittieren.

Die optoelektronischen Bauelemente k&nnen beispielsweise als
Licht emittierende Dioden (englisch: 1light emitting diodes,
LEDs) oder als organische Licht emittierende Dioden (englisch:
organic light emitting diodes, OLEDs) ausgebildet sein. Die
optoelektronischen Bauelemente k&nnen in verschiedenen Ausfuh-

rungsformen Teil einer integrierten Schaltung sein.
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Das von den optoelektronischen Bauelementen emittierte Licht
kann beispielsweise Licht im sichtbaren Bereich, Ultraviolett

(UV) -Licht und/oder Infrarot (IR)-Licht sein.

Durch das Beaufschlagen der optoelektronischen Bauelemente mit
elektrischen Signalen, insbesondere einem Strom, kénnen die
optoelektronischen Bauelemente zur Erzeugung von Licht angeregt
werden. Zur FunktionstUberprifung der optoelektronischen Bauele-
mente kann das von ihnen emittierte Licht mit Hilfe eines Sen-
sors gemessen werden. Beispielsweise kann der Sensor das von
den Bauelementen einer Zeile des Halbleiterwafers emittierte
Licht aufnehmen. Weiterhin kann diese Messung zusammen mit der
oben beschriebenen Strom-Spannungs-Messung der betreffenden
Zeile erfolgen. Der Sensor kann beispielsweise ein Scanner oder

eine Kamera sein.

Damit der Sensor zuverldssig das von den zu Uberprtifenden Bau-
elementen emittierte Licht erfasst, kann der Sensor zusammen
mit dem Werkzeug entlang der Platte bewegt werden. Dadurch wird
sichergestellt, dass der Sensor einen im Wesentlichen konstan-
ten Abstand zu den zu Uberpriifenden Bauelementen aufweist, so

dass vergleichbare Messergebnisse erzielt werden.

Der Sensor kann ein hyperspektraler Sensor, beispielsweise ein
hyperspektraler Zeilenscanner, sein. Ein hyperspektraler Sensor
ist eine 2D Kamera, bei der eine Dimension die Ortsabbildung
macht, also hier die Rbbildung der Zeile, in der die optoelekt-
ronischen Bauelemente getestet werden. Die zweite Dimension wird
benutzt, um das Licht eines Orts der ersten Dimension spektral

aufzuspalten.

Das von dem Sensor aufgenommene Licht kann zur Funktionsiber-

prifung der optoelektronischen Bauelemente ausgewertet werden.
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Da sich die Platte mit den Leiterbahnen wadhrend der Durchfihrung
der Messungen mdéglicherweise zwischen den Bauelementen und dem
Sensor befindet, kann vorgesehen sein, dass die Platte und/oder
die Leiterbahnen zumindest teilweise transparent sind. Insbe-
sondere kénnen die Platte und/oder die Leiterbahnen zumindest
fur die Wellenladngen des von den optoelektronischen Bauelemen-
ten emittierten Lichts teilweise transparent sein, d. h., die
Platte und/oder die Leiterbahnen absorbieren das Licht dieser
Wellenlangen nicht vollstéandig. Die Platte und/oder die Leiter-
bahnen kénnen fir die betreffenden Wellenldngen natlrlich auch

vollstandig transparent sein.

Um die gewlinschte Transparenz zu erzielen, kann der Plattenkdr-
per beispielsweise aus einem biegsamen und ausreichend trans-
parenten Kunststoff hergestellt sein. Die Leiterbahnen koénnen
beispielsweise aus einem transparenten, elektrisch leitfahigen
Oxid (englisch: transparent conducting oxide, TCO), wie etwa
Indiumzinnoxid (englisch: indium tin oxide, ITO), hergestellt

sein.

Zum Testen der Bauelemente kann in ein Ende bzw. einen Endab-
schnitt jeder der Leiterbahnen ein Strom, insbesondere ein Kon-
stantstrom, eingespeist werden. An die anderen Enden bzw. End-
abschnitte der Leiterbahnen kann jeweils ein Voltmeter, d. h.
ein Spannungsmessgerdt, angeschlossen sein, welches das dort
anliegende elektrische Potential gegen ein Referenzpotential
misst. In dieser Geometrie 1ist es moglich, die Spannung am
Bauteil unabhdngig vom Zuleitungswiderstand der Stromguelle zum

Bauteil zu messen.

Fir alle zu Uberprifenden Bauelemente kann zundchst ein Punkt
auf der Strom-Spannungs-Kennlinie des Jjeweiligen Bauelements

aufgenommen werden, indem ein bestimmter Konstantstromwert ein-
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gestellt wird. AnschliefBend kann die Messung mit anderen Kon-
stantstromwerten wiederholt werden, um weitere Punkte auf den

Strom-Spannungs-Kennlinien der Bauelemente zu bestimmen.

Die gemessenen Strom-Spannungs-Werte kénnen eventuell zusammen
mit den von dem oben beschriebenen Sensor aufgenommenen Daten
zur FunktionstUberprtifung der optoelektronischen Bauelemente

herangezogen werden.

Eine Vorrichtung gemdb einer Ausgestaltung dient zum elektri-
schen Kontaktieren wvon Bauelementen in einem Halbleiterwafer.
Die Vorrichtung umfasst eine Halterung, die dazu ausgebildet
ist, einen Halbleiterwafer zu halten, und eine biegsame Platte,
die eine erste Hauptoberfliche aufweist, auf der eine Mehrzahl
von Leiterbahnen angeordnet ist. AuBerdem umfasst die Vorrich-
tung eine Einheit zur Erzeugung von elektrischen Signalen, bei-
spielsweise eine oder mehrere Stromgquellen. Die Platte ist in
Bezug auf den Halbleiterwafer derart angeordnet, dass die erste
Hauptoberfldche der Platte zu dem Halbleiterwafer weist. Ferner
ist die Platte derart gebogen und auf den Halbleiterwafer ge-
drickt, dass Kontaktelemente mehrerer in einer Reihe in dem
Halbleiterwafer angeordneter Bauelemente mit den Leiterbahnen
in Kontakt treten. Die Einheit zur Erzeugung von elektrischen
Signalen beaufschlagt die Bauelemente durch die Leiterbahnen
mit elektrischen Signalen, insbesondere beaufschlagt die Ein-

heit die Bauelemente mit einem jeweiligen Strom.

Die Vorrichtung zum elektrischen Kontaktieren wvon Bauelementen
in einem Halbleiterwafer kann die oben beschriebenen Ausgestal-
tungen des Verfahrens zum elektrischen Kontaktieren von Bauele-

menten in einem Halbleiterwafer aufweisen.

Die Vorrichtung kann ein Werkzeug umfassen, das auf eine der

ersten Hauptoberfldche gegenlberliegende zweite Hauptoberflache
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der Platte gedrickt wird, um die Platte zu biegen und gegen den

Halbleiterwafer zu drucken.

Das Werkzeug kann entlang der Platte verschoben werden, so dass
nacheinander Kontaktelemente verschiedener in den Halbleiter-
wafer integrierter Bauelemente mit den Leiterbahnen in Kontakt

treten und dementsprechend vermessen werden koénnen.

Die Einheit zur Erzeugung von elektrischen Signalen kann einen
Strom in ein Ende einer oder mehrerer Leiterbahnen einspeisen.
An das andere Ende der jeweiligen Leiterbahn kann eine Einheit
zur Messung eines elektrischen Potentials bzw. einer elektri-

schen Spannung angeschlossen sein.

Weiterhin kann die Vorrichtung eine Auswerteeinheit aufweisen.
Die Ruswerteeinheit kann beispielsweise anhand der gemessenen
elektrischen Potentiale bzw. Spannungen die Funktionsfdhigkeit

der Bauelemente Uberprtfen.

Im Folgenden werden Ausfihrungsbeispiele der Erfindung unter
Bezugnahme auf die beigefiigten Zeichnungen naher erldutert. In

diesen zeigen schematisch:

Fig. 1 eine Darstellung eines Ausfihrungsbeispiels
einer Vorrichtung zum elektrischen Kontak-
tieren von Bauelementen in einem Halbleiter-

wafer;

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der Vor-

richtung aus Fig. 1;

Fig. 3 eine Darstellung eines Ausfihrungsbeispiels
eines Verfahrens zum elektrischen Kontak-
tieren von Bauelementen in einem Halbleiter-

wafer;
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Fig. 4 eine Darstellung der Vorrichtung aus Fig. 1

wahrend des Betriebs der Vorrichtung; und

Fig. 5 eine Darstellung eines weiteren Ausfih-
rungsbeispiels einer Vorrichtung zum
elektrischen Kontaktieren wvon Bauelementen

in einem Halbleiterwafer.

In der folgenden ausfihrlichen Beschreibung wird auf die bei-
gefliigten Zeichnungen Bezug genommen, die einen Teil dieser Be-
schreibung bilden und in denen zur Veranschaulichung spezifi-
sche Ausfihrungsbeispiele gezeigt sind, in denen die Erfindung
ausgelibt werden kann. Da Komponenten von Ausfihrungsbeispielen
in einer Anzahl verschiedener Orientierungen positioniert wer-
den koénnen, dient die Richtungsterminologie zur Veranschauli-
chung und ist auf keinerlei Weise einschridnkend. Es versteht
sich, dass andere Rusfihrungsbeispiele benutzt und strukturelle
oder logische Anderungen vorgenommen werden kénnen, ohne von
dem Schutzumfang abzuweichen. Es versteht sich, dass die Merk-
male der hierin beschriebenen verschiedenen Ausfihrungsbei-
spiele miteinander kombiniert werden kdnnen, sofern nicht spe-
zifisch anders angegeben. Die folgende ausfihrliche Beschrei-
bung ist deshalb nicht in einschrankendem Sinne aufzufassen. In
den Figuren sind identische oder ahnliche Elemente mit identi-

schen Bezugszeichen versehen, soweit dies zweckmabig ist.

Fig. 1 zeigt den schematischen Aufbau einer Vorrichtung 10, die
zum elektrischen Kontaktieren und Uberpriifen von Bauelementen

11 dient, die in einen Halbleiterwafer 12 integriert sind.

Die Vorrichtung 10 umfasst eine Halterung 13, die den Halb-
leiterwafer 12 halt, und eine biegsame Platte 14, beispielsweise
eine biegsame Leiterplatte, mit einer ersten Hauptoberfliche 15
und eine der ersten Hauptoberfldche 15 gegenlberliegenden zwei-

ten Hauptoberfldche 16. Die Platte 14 ist in Bezug auf den
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Halbleiterwafer 12 derart angeordnet, dass die erste Hauptober-
flache 15 der Platte 14 zu dem Halbleiterwafer 12 weist. Ein
Werkzeug 17, beispielsweise ein Rakel, das insbesondere eine
Klingengeometrie aufweist, ist auf die zweite Hauptoberflache
16 gedrtuckt, wodurch die in Fig. 1 dargestellte Verbiegung der
urspringlich beispielsweise ebenen Platte 14 in Richtung des
Halbleiterwafers 12 erzeugt wird und somit Kontakt zwischen der
Hauptoberflidche 15 und den Kontaktelementen des Halbleiter-

wafers 12 hergestellt wird.

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Darstellung der Platte 14
sowie des Werkzeugs 17 in einer Ansicht wvon oben. In dem vor-
liegenden Ausfihrungsbeispiel ist der Plattenkdrper der Platte
14 aus einem im Wesentlichen transparenten Material hergestellt.
Auf der ersten Hauptoberfldche 15 der Platte 14 ist eine Mehr-
zahl von parallel zueinander verlaufenden Leiterbahnen 20 an-
geordnet, die in Fig. 2 durch das transparente Material des

Plattenkdrpers zu erkennen sind.

Die durch das Werkzeug 17 auf die Platte 14 ausgelUbte Kraft
bewirkt, dass die Leiterbahnen 20 mit in den Figuren nicht
dargestellten Kontaktelementen von mehreren in den Halbleiter-

wafer 12 integrierten Bauelementen 11 in Kontakt treten.

Der Halbleiterwafer 12 und die Platte 14 sind so zueinander
orientiert, dass die Leiterbahnen 20 zu einem Zeitpunkt nur mit
den Kontaktelementen von Bauelementen 11 in Berthrung kommen,
die in derselben Zeile des Halbleiterwafers 12 angeordneten
sind. In Fig. 1 sind die Leiterbahnen 20 mit den Kontaktelemen-
ten des in Fig. 1 dargestellten Bauelements 11.1 sowie von
weiteren in der gleichen Zeile angeordneten Bauelementen 11 in

Kontakt. Die Zeile erstreckt sich senkrecht zur Zeichenebene.
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Die Vorrichtung 10 enth&lt weiterhin eine Messeinheit 21, die
mit den beiden jeweiligen Enden bzw. Endabschnitten der Leiter-
bahnen 20 elektrisch wverbunden ist. Die Messeinheit 21 speist
einen vorgegebenen Strom in ein Ende einer jeweiligen Leiterbahn
20 ein. Der eingespeiste Strom flieBt durch das mit der Leiter-
bahn 20 in Kontakt stehende Bauelement 11 und Uber einen An-
schluss der Halterung 13, der mit der Unterseite des Halbleiter-
wafers 12 sowie einem dort befindlichen Kontaktelement des Bau-
elements 11 in Kontakt steht, zur Messeinheit 21 ab, die Uber
eine Verbindung 24 mit der Halterung 13 elektrisch wverbunden
ist. An das andere Ende der betreffenden Leiterbahn ist ein in
die Messeinheit 21 integriertes Spannungsmessgerdt angeschlos-
sen sein, welches die Uber dem Bauelement 11 abfallende Spannung

misst.

Die Messeinheit 21 ist mit einer Auswerteeinheit 22 verbunden,
an welche die von der Messeinheit 21 aufgenommenen Spannungs-

werte Ubertragen werden.

Die Bauelemente 11 sind optoelektronische Bauelemente, die Licht
einer bestimmten Wellenlange oder eines bestimmten Wellenlan-
genbereichs emittieren, wenn sie mit dem von der Messeinheit 21

erzeugten Strom beaufschlagt werden.

Ein Sensor 23, insbesondere ein hyperspektraler Sensor, misst
die von den Bauelementen 11 emittierte Intensitdt und das Spekt-
rum und Ubermittelt die entsprechenden Messwerte an die Auswer-

teeinheit 22.

Fig. 3 zeigt die Verfahrensschritte eines mit der Vorrichtung
10 durchgefihrten Verfahrens 30 zum elektrischen Kontaktieren

der Bauelemente 11 in dem Halbleiterwafer 12.

Im Schritt 31 wird der Halbleiterwafer 12 bereitgestellt und in

der Halterung 13 aufgenommen.
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Im Schritt 32 wird das Werkzeug 17 auf die zweite Hauptoberfla-
che 16 der biegsamen Platte 14 gedrtickt, um die an der ersten
Hauptoberflache 15 der Platte 14 angeordneten Leiterbahnen 20

in Kontakt mit einer Zeile von Bauelementen 11 zu bringen.

Im Schritt 33 werden mit Hilfe der Messeinheit 21 und des Sen-
sors 23 die oben beschriebenen Messwerte aufgenommen und an die

Auswerteeinheit 22 Ubertragen.

Im Schritt 34 wird das Werkzeug 17 weiterbewegt, so dass nun
die Bauelemente 11 der néchsten Zeile des Halbleiterwafers 12
mit den Leiterbahnen 20 in Kontakt stehen. Beispielhaft ist dies
in Fig. 4 dargestellt. Wahrend in Fig. 1 die Leiterbahnen 20
das Bauelement 11.1 sowie die Ubrigen in derselben Zeile ange-
ordneten Bauelemente kontaktieren, ist in Fig. 4 das Werkzeug
17 um eine Zeile verschoben worden, so dass jetzt das benach-
barte Bauelement 11.2 sowie die Ubrigen in derselben Zeile an-
geordneten Bauelemente mit den Leiterbahnen 20 in Kontakt ste-

hen.

Im Schritt 35 werden wvon der Messeinheit 21 und dem Sensor 23
die Messwerte flUr die nun kontaktierten Bauelemente 11 aufge-

nommen und an die Auswerteeinheit 22 Ubertragen.

Bei den beschriebenen Messungen wird der Sensor 23 zusammen mit
dem Werkzeug 17 bewegt, so dass der Sensor 23 stets den gleichen

Abstand zu den zu untersuchenden Bauelementen 11 hat.

Das beschriebene Vorgehen kann fortgesetzt werden, bis alle zu
Uberprifenden Bauelemente 11 des Halbleiterwafers 12 getestet
wurden. Die Auswerteeinheit 22 kann diejenigen Bauelemente 11

identifizieren, deren Funktion beeintrachtigt ist.

Fig. 5 zeigt den schematischen Aufbau einer Vorrichtung 40 zum

elektrischen Kontaktieren und Uberprifen von Bauelementen 11.
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Bei diesem Ausfihrungsbeispiel ist die biegsame Platte 14 mit
der aus den Leiterbahnen 20 bestehenden Linienstruktur in einen
Siebdruckrahmen 41 gespannt. Der Siebdruckrahmen 42 ist in einen
nicht dargestellten Schablonendruckautomat integriert. Unter-
halb des Siebdruckrahmens 41 ist der Halbleiterwafer 12 ange-
ordnet. Die elektrischen Daten werden wvon einer Datenerfas-
sungskarte 42 aufgenommen und an die Auswerteeinheit 22 Uber-

mittelt, die als Computer ausgestaltet ist.

Das in Fig. 5 nicht dargestellte Rakel drluckt die Platte 14 in
Richtung des Halbleiterwafers 12, um einzelne Bauelemente 11
kontaktieren zu koénnen. Der Siebdruckrahmen 41 erméglicht die
exakte und insbesondere automatische Ausrichtung der Leiterbah-
nen 20 zu den Bauelementen 11. Die Anzahl der Leiterbahnen 20
kann der maximalen Anzahl der Bauelemente 11 einer Zeile des
Halbleiterwafers 12 entsprechen. An die Leiterbahnen 20 gekop-
pelte Elektroden sind so mit den Eingangen der Datenerfassungs-

karte 42 verbunden, dass eine 3-Punkt-Messung méglich ist.

Die Kontaktierzeit pro Bauelement 11 wahrend der Durchfihrung
der Messungen ist abhangig von der Groébke eines einzelnen Bau-
elements 11 sowie der Rakelgeschwindigkeit und liegt im Bereich
von einigen Millisekunden. Der Druck des Rakels auf die biegsame
Platte 14 sowie die Geschwindigkeit, mit der sich das Rakel Uber
die biegsame Platte 14 bewegt, kdnnen eingestellt werden. Pa-
rallel mit dem Rakel fahrt eine hyperspektrale Zeilenkamera Uber
den Halbleiterwafer 12 und vermisst flir jeweils eine Linie In-
tensitat und Spektrum. Daraus kann die RAuswerteeinheit 22 die

optischen Daten fur Jjedes Bauelement 11 ermitteln.
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ANSPRUCHE

Verfahren (30) zum elektrischen Kontaktieren von Bauele-
menten (11) in einem Halbleiterwafer (12), wobei

eine biegsame Platte (14) bereitgestellt wird, die
eine erste Hauptoberfldche (15) aufweist, auf der eine
Mehrzahl von Leiterbahnen (20) angeordnet ist,

die Platte (14) in Bezug auf einen Halbleiterwafer
(12) derart angeordnet wird, dass die erste Hauptober-
flache (15) der Platte (14) zu dem Halbleiterwafer (12)
weist,

die Platte (14) derart gebogen und auf den Halbleiter-
wafer (12) gedrlUckt wird, dass Kontaktelemente mehrerer
in einer Reihe in dem Halbleiterwafer (12) angeordneter
Bauelemente (11) mit den Leiterbahnen (20) in Kontakt
treten, und

die Bauelemente (11) durch die Leiterbahnen (20) mit

elektrischen Signalen beaufschlagt werden.

Verfahren (30) nach Anspruch 1, wobei die Platte (14) mit
Hilfe eines Werkzeugs (17) gebogen wird, das auf eine der
ersten Hauptoberfldche (15) gegenlUberliegende zweite

Hauptoberflache (16) der Platte (14) gedrickt wird.

Verfahren (30) nach Anspruch 2, wobei das Werkzeug (17)
entlang der Platte (14) bewegt wird, so dass nacheinander
Kontaktelemente verschiedener in den Halbleiterwafer (12)
integrierter Bauelemente (11) mit den Leiterbahnen (20)

in Kontakt treten.

Verfahren (30) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobeil die Bauelemente (11) Jjeweils ein erstes Kontakte-
lement auf einer ersten Hauptoberfliche des Halbleiter-

wafers (12) und ein zweiltes Kontaktelement auf einer der
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ersten Hauptoberfldche gegenlberliegenden zweiten Haupt-
oberflédche des Halbleiterwafers (12) aufweisen, wobei pro
Bauelement (11) jeweils eine Leiterbahn (20) mit dem ers-

ten Kontaktelement in Kontakt tritt.

Verfahren (30) nach einem der Anspritiche 1 bis 3, wobei
die Bauelemente (11) Jjeweils ein erstes Kontaktelement
und ein zweites Kontaktelement auf einer ersten Haupt-
oberflédche des Halbleiterwafers (12) aufweisen, wobei pro
Bauelement (11) jeweils eine Leiterbahn (20) mit dem ers-
ten Kontaktelement und eine weiltere Leiterbahn (20) mit

dem zweilten Kontaktelement in Kontakt tritt.

Verfahren (30) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobeil die Bauelemente (11) optoelektronische Bauelemente

sind, die dazu ausgelegt sind, Licht zu emittieren.

Verfahren (30) nach BAnspruch 6, wobel ein Sensor (23)
zumindest einen Teil des von den optoelektronischen Bau-

elementen (11) emittierten Lichts aufnimmt.

Verfahren (30) nach BAnspruch 7, wobei der Sensor (23)
zusammen mit dem Werkzeug (17) entlang der Platte (14)

bewegt wird.

Verfahren (30) nach Anspruch 7 oder 8, wobei der Sensor

(23) ein hyperspektraler Sensor ist.

Verfahren (30) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobel die Platte (14) und/oder die Leiterbahnen (20) zu-

mindest teilweise transparent sind.

Verfahren (30) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobel ein Strom in ein Ende einer der Leiterbahnen (20)
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eingespeist wird und ein elektrisches Potential an dem

anderen Ende der Leiterbahn (20) gemessen wird.

Vorrichtung (10, 40) zum elektrischen Kontaktieren wvon
Bauelementen (11) in einem Halbleiterwafer (12), mit:

einer Halterung (13), die dazu ausgebildet ist, einen
Halbleiterwafer (12) zu halten,

einer biegsamen Platte (14), die eine erste Haupt-
oberflache (15) aufweist, auf der eine Mehrzahl wvon Lei-
terbahnen (20) angeordnet ist, und

einer Einheit (21) zur Erzeugung von elektrischen Sig-
nalen,

wobeil die Platte (14) in Bezug auf den Halbleiterwafer
(12) derart angeordnet ist, dass die erste Hauptoberfla-
che (15) der Platte (14) zu dem Halbleiterwafer (12)
weist,

wobei die Platte (14) derart gebogen und dazu ausge-
bildet ist, auf einen Halbleiterwafer (12) gedrickt zu
werden, so dass Kontaktelemente mehrerer in einer Reihe
in dem Halbleiterwafer (12) angeordneter Bauelemente (11)
mit den Leiterbahnen (20) in Kontakt treten, und

wobeil die Einheit (21) zur Erzeugung von elektrischen
Signalen die Bauelemente (11) durch die Leiterbahnen (20)

mit elektrischen Signalen beaufschlagt.

Vorrichtung (10, 40) nach Anspruch 12, wobei die Vorrich-
tung (10, 40) ein Werkzeug (17) umfasst, das auf eine der
ersten Hauptoberfldche (15) gegenlUberliegende zweite
Hauptoberflache (16) der Platte (14) gedrtckt ist, um die
Platte (14) zu biegen.

Vorrichtung (10, 40) nach Anspruch 13, wobei das Werkzeug

(17) entlang der Platte (14) bewegt wird, so dass nach-
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einander Kontaktelemente verschiedener in den Halbleiter-
wafer (12) integrierter Bauelemente (11) mit den Leiter-

bahnen (20) in Kontakt treten.

Vorrichtung (10, 40) nach einem der Anspritiche 12 bis 14,
wobei die Einheit (21) zur Erzeugung von elektrischen
Signalen einen Strom in ein Ende einer der Leiterbahnen
(20) einspeist und an das andere Ende der Leiterbahn (20)
eine Einheit (21) zur Messung eines elektrischen Poten-

tials angeschlossen ist.
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